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【緒言】ペロブスカイト/Siタンデム太陽電池は、25%を超える変換効率が報告されており、高効

率太陽電池として期待されている[1]。これまで我々は、PbI2と CsI の逐次蒸着を用い、数 μm の

テクスチャ Si 上に均一でカバレージの良い CsPbI3 ペロブスカイト層の製膜を実現した[2]。しか

し、CsI の製膜性が悪く、部分的に凝集が見られた。今回我々は、共蒸着を用いた CsPbI3の製膜

によりこの凝集の解消を試みた。また、レーザー共蒸着法による MAPbI3の製膜[3]も検討した。 

【実験】厚さ 290 µm、抵抗率 1–5 Ω•cmの n型(100) FZ-Siウエハを用いた。テクスチャ形成のた

め、エッチング液（SE-2000H）を用いて Siウエハ上にアルカリ異方性エッチングを行った。次に、

PbI2と CsIを共蒸着し、350 °C で 1分間アニールを行い CsPbI3層を形成した。また、同様のテク

スチャ Siウエハを用い、MAIと PbI2のレーザー共蒸着による MAPbI3の製膜を行った。 

【結果・考察】図 1に、PbI2と CsIの逐次蒸着を行った試

料のアニール前の断面走査電子顕微鏡(SEM)像を示す。CsI

の凝集が見られ、カバレージは不十分である。これらの凝

集はアニールにより解消されたが、特にピラミッド頂点部

において、隆起として残った。図 2に、PbI2と CsIの共蒸

着を行った試料のアニール前の断面 SEM 像を示す。逐次

蒸着の場合と異なり、CsI の柱状成長が抑制され、アニー

ル前から均一な層が形成された。このことは、カバレージ

良く製膜することが困難なペロブスカイト前駆体でも共

蒸着により製膜性が向上する可能性を示唆している。また、

レーザー共蒸着を用いた MAPbI3 製膜は、テクスチャ Si

上でも均一でカバレージの良い層が確認された。これらの

手法を組み合わせることにより、テクスチャ Si 上への多

源同時共蒸着による混合カチオンペロブスカイト製膜の

実現が期待される。 
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Fig. 1 Cross-sectional SEM image of 
a CsI/PbI2 stack deposited on 
textured Si by sequential evaporation. 

Fig. 2 Cross-sectional SEM image of 
a (PbI2)(CsI) film deposited on 
textured c-Si by co-evaporation. 

第79回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2018 名古屋国際会議場 (愛知県名古屋市))21a-432-5 

© 2018年 応用物理学会 11-437 12.5


